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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：  裝置電路；  靜電放電（ESD）電路，耦合到所述裝置電路；
以及  ESD觸發電路，耦合到所述 ESD電路和所述裝置電路，包括：  基底；  PNP ESD
觸發裝置，在所述基底中，包括：  p型摻雜集極，包括多個第一摻雜區域；以及  p型摻
雜射極，包括多個第二摻雜區域；  淺溝槽隔離（STI）區域，在所述基底中且位於所述
p型摻雜集極和所述 p型摻雜射極之間，  其中所述 STI區域與所述多個第二摻雜區域接
觸，   其中所述多個第一摻雜區域包括 p型井區以及在所述 p型井區中的第一 p型區
域，以及  其中所述 STI區域與所述第一 p型區域間隔開；以及  阻擋保護氧化物（RPO）
結構，在所述基底上，  其中所述 RPO結構位於所述 p型摻雜集極的部分上方、所述 p
型摻雜射極的部分上方以及所述 STI區域的部分上方。

2.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中所述多個第一摻雜區域更包括在所述第一 p型區域
中的第二 p型區域，以及  其中所述 STI區域與所述第二 p型區域間隔開。

3.　如請求項 2所述的半導體裝置，其中所述 p型井區的部分位於所述 STI區域的邊緣和所
述第一 p型區域的邊緣之間的空間中。

4.　如請求項 2所述的半導體裝置，其中所述 STI區域的邊緣的部分與所述 p型井區間隔
開。

5.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中所述多個第二摻雜區域包括 n型井區、在所述 n型
井區中的 n型區域，以及在所述 n型區域中的 p型區域，以及  其中所述 RPO結構位於
所述 n型井區和所述 n型區域上方。

6.　一種形成半導體裝置的方法，包括：  在所述半導體裝置的基底中形成多個淺溝槽隔離
（STI）區域；  用於所述半導體裝置的 PNP靜電放電（ESD）觸發裝置，在所述基底中
且在所述多個 STI區域的第一 STI區域和第二 STI區域之間形成 p型摻雜射極，  其中所
述第一 STI區域和所述第二 STI區域鄰接所述 p型摻雜射極的多個摻雜區域；  用於所述
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PNP ESD觸發裝置，在所述基底中且在所述多個 STI區域的所述第二 STI區域和第三
STI區域之間形成 p型摻雜集極，  其中所述 p型摻雜集極的一個或多個摻雜區域包括 p
型井區以及在所述 p型井區中的第一 p型區域，以及  其中所述第二 STI區域和所述第三
STI區域與所述第一 p型區域間隔開；以及  在所述基底上形成多個阻擋保護氧化物結構
（RPO）結構，  其中所述多個 RPO結構的第一 RPO結構部分重疊所述第一 STI區域，
其中所述多個 RPO結構的第二 RPO結構部分重疊所述第二 STI區域，以及  其中所述多
個 RPO結構的第三 RPO結構部分重疊所述第三 STI區域。

7.　如請求項 6所述的方法，其中所述第二 RPO結構重疊所述第二 STI區域的邊緣與所述 p
型摻雜集極的所述一個或多個摻雜區域之間的第一空間，以及  其中所述第三 RPO結構
重疊所述第三 STI區域的邊緣與所述 p型摻雜集極的所述一個或多個摻雜區域之間的第
二空間。

8.　如請求項 6所述的方法，更包括用於所述 PNP ESD觸發裝置，在所述基底中形成額外 p
型摻雜射極，  其中所述額外 p型摻雜射極形成於所述第三 STI區域與所述多個 STI區域
的第四 STI區域之間，以及  其中所述第三 STI區域與所述第四 STI區域鄰接所述額外 p
型摻雜射極的多個摻雜區域。

9.　一種半導體裝置，包括：  基底；  在所述基底中的第一多個淺溝槽隔離（STI）區域；
在所述基底中的第二多個 STI區域，  其中所述第一多個 STI區域在沿著所述基底的頂表
面的橫向方向上具有比所述第二多個 STI區域在所述橫向方向上的尺寸更大的尺寸；  在
所述基底中且位於所述第一多個 STI區域的第一 STI區域與所述第一多個 STI區域的第
二 STI區域之間的第一摻雜結構；  在所述基底中且位於所述第一多個 STI區域的第二
STI區域與所述第二多個 STI區域的第一 STI區域之間的第二摻雜結構，  其中所述第二
摻雜結構包括 p型摻雜井以及在所述 p型摻雜井中的一個或多個摻雜區域，且所述一個
或多個摻雜區域包括第一 p型區域，以及  其中所述第二多個 STI區域的第一 STI區域與
所述第一 p型區域間隔開；  在所述基底中且位於所述第二多個 STI區域的第一 STI區域
與所述第二多個 STI區域的第二 STI區域之間的第三摻雜結構，  其中所述第三摻雜結構
包括多個摻雜區域，以及  其中所述第二多個 STI區域的第一 STI區域與所述第二多個
STI區域的第二 STI區域與所述多個摻雜區域接觸；以及  在所述基底上的多個阻擋保護
氧化物（RPO）結構，  其中所述多個 RPO結構中的 RPO結構位於所述第二摻雜結構的
部分上方以及位於所述第二多個 STI區域的第一 STI區域與所述一個或多個摻雜區域之
間的空間的部分上方。

10.   如請求項 9所述的半導體裝置，更包括：  在所述基底中且位於所述第一摻雜結構下方的
第一摻雜阻障區；以及  在所述基底中且位於所述第三摻雜結構下方的第二摻雜阻障
區，  其中所述第一摻雜阻障區和所述第二摻雜阻障區彼此間隔開並在所述橫向方向上排
列。

圖式簡單說明

藉由結合附圖閱讀以下詳細說明，會最佳地理解本揭露的態樣。應注意，根據行業中的

標準慣例，各種特徵且非按比例繪製。事實上，為使論述清晰起見，可任意增大或減小各種

特徵的尺寸。

圖 1A-1C為本文所述示例半導體裝置的圖示。
圖 2A和 2B為本文靜電放電（electrostatic discharge，ESD）觸發電路的實施例圖示。
圖 3A-3J為本文在半導體裝置中形成 ESD觸發電路的實施例圖示。
圖 4為本文 ESD觸發電路的實施例圖示。
圖 5A-5C為本文在半導體裝置中形成 ESD觸發電路的實施例圖示。
圖 6為本文 ESD觸發電路的實施例圖示。
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圖 7A和 7B為本文 ESD觸發電路的實施例圖示。
圖 8為與本文形成半導體裝置相關的示例製程流程圖。
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